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Motivation

Samtliche elektronischen Gerate, die unseren Alltag heute pragen, basieren auf Halbleitertechnik. Bei diesen Technologien ist Kolloidale DMS-Nanostrukturen

eine Trennung zwischen der Datenverarbeitung durch Manipulation von Ladungstragern in Halbleiterschaltungen und der
nichtfliichtigen Datenspeicherung mithilfe von reversiblen Magnetisierungen magnetischer Materialien zu erkennen. Gelange
es nun, Halbleitern magnetische Funktionalitdt aufzupragen, indem man den Ladungstragerspin als zusatzlichen
Informationstrager nutzt, ware es moglich Materialien herzustellen, die die Vorteile von Halbleitern mit denen magnetischer
Materialien verknupfen.

Die AWW in DMS-Materialien nimmt mit zunehmender Temperatur ab — fr die Implementierung in
Spintronik-Bauelementen ist jedoch Magnetooptik bei Raumtemperatur notwendig. Flir DMS-
Nanostrukturen wird eine Verstarkung der AWW aufgrund der Quantisierung der Ladungstrager
vorhergesagt. Hier stellen sich zwei grundlegende Fragen:

Se” » |st in DMS-Nanostrukturen Magnetooptik bei Raumtemperatur (RT) moglich?

Ansatz: Verdinnte magnetische Halbleiter (DMS)

= Welchen Einfluss Ubt die Quantisierung auf die AWW-Konstanten Nya und N,B8 aus?

Bei DMS-Materialien ist ein Halbleiter mit Ubergangsmetall-lonen mit
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aulRergewohnlichen magnetooptischen Effekten fiihrt. Die GrolRe dieser AWW Cd?* J
Nanoribbons Quantenpunkte mit und ohne ZnSe-Shell

wird durch die AWW-Konstanten Ngya und Ny3 des Leitungs- bzw. ‘

Valenzbandes charakterisiert.
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Um die Fehlerquellen einer Ensemblemessung zu umgehen,
wurden Photolumineszenzmessungen (PL) an einzelnen
Nanoribbon-Stacks  durchgefihrt. In  Rot ist die
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Substrat wird der Zusammenhang zwischen der Zeemanaufspaltung AE der einzelnen
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